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Niveis Logicos
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Transistores




Transistores CMOS

O Transistor CMOS pode
ser do tipo N, e apresenta
baixa resisténcia entre
dreno e fonte (conduz)
quando uma tensao
positiva é aplicada a sua
porta.

O Transistor CMOS pode
ser do tipo P, e apresenta
baixa resisténcia entre
dreno e fonte (conduz)
quando uma tensao
negativa é aplicada a sua
porta.
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Transistores CMOS
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Inversor
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* O inversor é construido com o uso de um
transistor do tipo P e outro do tipo N. Quando se
aplica o mesmo sinal a ambas portas, um dos
transistores estara conduzindo (baixa resisténcia)
enquanto o outro estara aberto (alta resisténcia).



Circuit 1: NAND
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Portas NAND e NOR

Circuit 2: NOR
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Portas AND e OR
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Figure 3.6:  CIRCUITS FOR a~p and or GATES.



Portas AND-OR-INVERTER

AND-OR-INVERT (AOI)
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Portas OR-AND-INVERTER

OR-AND-INVERT (OAI)
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Porta de Passagem
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Ou - Exclusivo com
Porta de Passagem
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Multiplexador com
Porta de Passagem
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Parametros de Temporizacao
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Efeito da Carga
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Rede de portas
logicas

Circuito equivalente
de uma entrada de
porta logica



Efeito da Carga no Tempo de
Propagacao
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Com o aumento da carga o tempo de
propagacao tende a aumentar.



Fator de Carga e Carga Total

Load factor:
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A carga total da saida de uma porta logica € a soma do fator
de carga das entradas das portas lo6gicas ligadas nesta
saida.



Atraso Maximo em uma
Rede de Portas
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Atraso Maximo
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Atraso Maximo

Gate | Identifier | Output load tor Lot L

[ns] [ns)]
OR3 0, 4 (.27 (.43
NOT N, 3 .13 (.10
AND?2 Ay 1 (.19 (.18
OR2 s 3 (.23 (.26
NOT Ny 1 (.06 0.07
AND3 Ay 1 (.24 (.20
OR3 O L 0.12 + 0.038L [ 0.34 + 0.022L
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O Terceiro Estado (£)

* Além dos niveis l6gicos ‘0" e "1°, um circuito
digital pode apresentar ainda um “terceiro
estado”.

* E 0 chamado estado de “alta impedancia”,
onde a saida nao contribui nem para o nivel
alto, nem para o nivel baixo.

* Deste modo, a saida de diversas portas
podem ser ligadas simultaneamente a um
mesmo ponto, desde que esteja garantido que
APENAS UMA deles nao esteja no estado de
alta impedancia.



Barramento com Buffers 3-State
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Buffer com Trés Estados

enal:rle

oo x if e=]
[ — . .
e xlg h pS§ a5 |y Z if e=(
Smp £
X YP ] 0
. 0
}
>0 h
b3 i

1
1

symbol function

~

011 0 open open
Il 0 open open |Z

1 1 open closed | O
0 0 closed open | 1

0
1

6
—
three-state circuit three-state circuit operation

O buffer com trés estados possui um terceiro
estado, chamado de alta impedancia, no qual a
sua saida esta eletricamente desconectada, ou
seja, a saida nao esta ligada nem ao nivel alto
(Vdd) nem ao nivel baixo (Terra).



Buffer com Trés Estados
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* O buffer com trés
estados é utilizado
quando desejamos
ligar varios sinais em
um unico ponto, como
ocorre, por exemplo,
nos barramentos, onde
varios moédulos
compartilham as
mesmas linhas para
transmitir informacao.



Buffers Tri-State Nao Inversores
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Processador AMD 64 X2 Dual
Core




Processador Intel Core Duo 2
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Encapsulamento de um Chip
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